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Свойства реальных веществ практически полностью определяются природой кулоновского взаимодействия. В приложениях статистической физики обычно исходят из эффективного гамильтониана с короткодействующими силами, соответствующего рассматриваемой задаче. Рассмотрение «коллективного» кулоновского  взаимодействия в основном осуществляется в отношении «квазисвободных» электронов и ионов. Этим обусловлено различие между понятиями «кулоновская система» и «плазма». В этой связи введены в рассмотрение два понятия:  «чистое» вещество, представляющее собой двухкомпопентную систему с кулоновским взаимодействием, состоящую из электронов и ядер, и «простое» вещество, состоящее из одинаковых частиц, взаимодействующих с короткодействующим потенциалом. В большинстве приложений «простое» вещество представляет собой систему взаимодействующих атомов (или молекул), имеющих внутреннюю структуру. «Простое» вещество является моделью «чистого» вещества при определенных термодинамических параметрах. Статистическая физика «простого» вещества прекрасно разработана. На основе точных предельных соотношений [1] получено общее выражение для статической диэлектрической проницаемости [image: image2.png]=(q,0)



 кулоновской системе в области малых волновых векторов q, которое описывает функцию  [image: image4.png]=(q,0)



 как в «металлическом», так и в «диэлектрическом» состоянии кулоновской системы. На этой основе введено понятия «истинного» диэлектрика и «идеального» проводника, а также обсуждено определение «истинного» радиуса экранирования. Как и в случае «традиционного» рассмотрения перехода «металл-диэлектрик» на основе анализа проводимости (см., например, [2,3]), можно утверждать, что разделение веществ на «металлы» и «диэлектрики» носит условный характер, поскольку все известные диэлектрики обладают ненулевой проводимостью при [image: image6.png]T=0



. Аналогичное утверждение можно сделать и в отношении глубины проникновения электростатического поля в вещество, определяемой величиной, обратной величине [image: image8.png]<Zz°
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. В «металлах» глубина проникновения очень мала, в то время как у «диэлектриков»  может быть одного порядка с макроскопическими параметрами системы.  В случае, когда кулоновская система ведет себя как «истинный» диэлектрик, изменяется только амплитуда электростатического поля на величину [image: image10.png]


, а само электростатическое поле проникает в вещество на неограниченные расстояния. Для  «идеального» проводника  глубина проникновения электростатического поля в вещество стремится к нулю. Исследованы условия появления критической точки в двухкомпонентной кулоновской системе. Показано, что критическая точка в такой системе может соответствовать либо состоянию «истинного» диэлектрика, либо состоянию «идеального» проводника. Определен параметр [image: image12.png]<z
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, характеризующий весь спектр состояний кулоновской системы – от состояния «истинного»  диэлектрика до состояния «идеального» проводника.
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